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EM SOLIDOS
H.S.Brandi, G.Jalbert, B.Koiller e N. Zagury
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Apresentamos uma abordagem nao perturbativa adequada & descri¢ao de processos de absor¢ao e emissio

multifoténicas em sélidos. O esquema permite generalizar o método k - p, adaptando-o a inclusdo de um
‘campo eletromagnético.

A estrutura de “bandas vestidas” pelo campo eletromagnético é obtida através de um esquema tipo Bloch-
Floquet. Em condi¢des onde é vilida a aproximagio parabélica, massas efetivas “vestidas” podem ser
obtidas numéricamente. Estudamos a variacio destas massas com a intensidade e a frequencxa do laser
incidente no sélido.

OTI/11:45/42f. | ucorp1cIENTE DE ABSORGKO DA LUZ POR UM SEMICONDUTOR DE GAP DI-

RETO "VESTIDO" POR UM LASER INTENSO"
Mendonca,J.P,R.F. (Depto. de Fisica da Univ.Fed.de Juiz de

Fora), Jalbert, G. e Zagury, N (Depto. de Fisica da PUC/RJ)

As estruturas das bandas de um semicondutor sao afetadas
quando interagem com um laser de alta intensidade., Um segunfo laser de fre-
quenc1a variavel e fraca intensidade pode testar as estruturas das bandas me-
dificadas, Calcula-se o coeficiente de absorgao para este segundo laser. Apli
ca- se o formalismo ao modelo de Kronig-Penney

OTI/12:00/4§f.l ESTUDO DO PROCESSO DE ESTABILIZAGAO DOS CENTROS F2+ EM CRIST@ISDELiF:OH-
IRRADIADOS - Lilia Coronato Courrol, Laércio Gomes, Izilda Marcia Ranieri
e Spero Penha Morato - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares -

1PEN/CNEN/SP

Este trabalho apresenta um estudo dos processos de estabilizacdo dos centros F2 em
monocristais de LiF:OH irradiados. Uma investigacdo rigorosa de um grande nimero de defe1
tos produzidos pelo dano de radiacdo na rede, nos permitiu estabelecer asmelhores condicbes
experimentais para aumentar a concentracgdo final do nimero de centros F, estabilizados.Pro
pusemos um modelo para formacdo de centros F, :02~ em LiF:0H irradiado baseado na d1str1
buicdo estatistica dos defeitos produzidos durante a irradiagdo com eletrons a 230 K. Esses
centros estabilizados sdo produzidos durante a difusdo térmica das vacancias anidnicas em
competicdo com os centros F,* isolados. Um raio critico de treze parametros de rede determi
nado para a captura de vacancias indica que o centro de dipolo 0~ - o seja a eng}dade
percursora responsavel pela formagdo do centro F,*:0%-.
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